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1．はじめに 

窒化ガリウム（Gallium Niteride: GaN）は、

絶縁破壊電界がシリコンと比較して一桁以上

高いことから、パワーデバイスの小型化、高温

動作、低オン抵抗化が期待できる。現在、

MOCVD 法を用いた GaN エピタキシャル膜に

おいて、未分解の MO 原料起因の炭素がエピ

膜中に混入し、深い捕獲準位を形成することで

電流コラプスを引き起こすことが問題となっ

ている。本研究では、Metal Organic Hydrogen 

Chloride Vapor Phase Epitaxy (MOHVPE)法を用

いて、塩基による MO 原料の分解促進を試み

た。炭素起因の深い捕獲準位の低減効果は、光

容量分光法を用いて GaN エピ膜中における欠

陥密度を測定することにより評価した。 

2．実験 

用いた試料は GaN-SBDであり、サファイア

基板上にMOHVPEおよびMOCVDによりアン

ドープ GaNエピ膜を 1µm成長させた。オーミ

ック電極には Ti/Al/Ti/Au（50/100/50/100 nm）

を用い、ショットキー電極には Ni/Au（70/100 

nm）を用いた。高周波 C-V測定からエピ膜の

正味の不純物濃度は 1×10
17

 cm
-3程度であった。

SSPC測定で用いた光源は 500Wのキセノン光

源であり、波長 350～620 nm（2.0~3.44 eV）、

半値幅 5 nmの単色光に分光し、GaN-SBDのサ

ファイア基板側から単色光を照射した。単色光

照射時におけるGaN-SBDの静電容量をインピ

ーダンスアナライザ（IM 3570、HIOKI）によ

り測定し、捕獲準位密度を測定した。 

3．結果および考察 

図 1に得られたGaN-SBDにおける入射光子

エネルギー2.0～3.44 eVの範囲の SSPC信号を

示す。図 1において、MOHVPE法により成長

した GaN のエピ膜の方が、MOCVD 法と比較

して 2.0～3.2eV のエネルギー領域における捕

獲準位密度が小さいことが明らかになった。こ

のエネルギー領域は炭素起因の捕獲準位が含

まれていることが知られている[1]。加えて

GaN-SBD における順方向特性やリーク電流が

同程度であったことから、MOHPVE 法は

MOCVD法と比較して、デバイス特性を損なう

ことなく、残留炭素を低減できる可能性が示唆

された。 

Fig.1 SSPC signals in GaN-SBD. 
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